
   Система Cu-Si применяется в микроэлектронике, в последнее время пред-
ставляет интерес в производстве нового типа литий-ионных аккумуляторов. 
Однако для получения тонких пленок Cu-Si используются такие методы, как 
магнетронное, электронно- и ионно-лучевое распыление, которые характери-
зуются достаточно высокой энергией частиц, падающих на подложку. При 
этом не исключается вероятность образования метастабильных фаз и других 
составов при охлаждении частиц на подложке. Поэтому исследования струк
туры, фазового состава, электронного строения и электрических свойств 
пленок Cu-Si, полученных ионно-лучевым распылением очень важны и акту-
альны.

   Нанокомпозитные пленки CuхSi1-х получены с помощью ионно-лучевого рас-
пыления составной мишени Cu-Si. Кремниевые навески на медной пластине обе-
спечивают градиент содержания Cu вдоль образца.

Рис.1 - Относительное содержание Cu (вес.%) в пленке Cu-Si вдоль подложки.

Рис.2 - Рентгеновские дифрактограммы пленок Cu-Si с содержанием Cu ~15, 
36 и 68 вес.%, а также эталонов поликремния и меди.

Рис.3 – Рентгеновские дифрактограммы, зарегистрированные в области рефлекса Cu (111) для образца 
чистой меди (а), а также в области рефлексов η-Cu3Si (110) и η”-Cu3Si (110) для пленки Cu-Si с содержа-
нием Cu ~ 36% (б), ~51% (в), ~60% (г) и ~68% (д); а также размер нанокристаллов для этих фаз

Рис.4 - (а) ВАХ пленок Cu-Si с относительным содежанием Cu ~15, 36, 50, 60 и 
68 вес.% и (б) зависимость сопротивления пленок от содержания меди. 
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